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Описана методика физического моделирования влияния объемных каналов утечки тока (дислока-
ций) на электрофизические и светотехнические характеристики светодиодов путем подключения
параллельно p–n-переходу светодиода омического сопротивления или другого p–n-перехода. Уста-
новлены соотношения, позволяющие определить изменение электрофизических и светотехниче-
ских характеристик светодиодов при воздействии различных внешних факторов (ионизирующего
излучения, длительной эксплуатации и т.д.). Используя полученные соотношения, можно опреде-
лить электрофизические характеристики дислокаций по изменению электрофизических и свето-
технических характеристик светодиодов при учете роли дислокаций. На основе известных литера-
турных данных показана эффективность использования установленных соотношений при анализе
характеристик светодиодов, подвергнутых внешним воздействиям.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени известно достаточно

большое количество работ о способности дисло-
каций формировать объемные каналы утечки то-
ка в различных полупроводниковых материалах,
используемых для изготовления изделий элек-
тронной техники [1–6]. Особо следует отметить
работу [7], в которой путем прямых эксперимен-
тов показано влияние дислокаций на вольт-ам-
перную характеристику диодов с барьером Шотт-
ки Au–n+-GaAs.

Светоизлучающие диоды (с.д.) получили ши-
рокое распространение [8, 9] и находят примене-
ние в контрольно-измерительной и осветитель-
ной аппаратуре, в космической технике и ядер-
ной энергетике. По условиям эксплуатации на
с.д. могут воздействовать различные виды иони-
зирующего излучения, что требует знаний о зако-
номерностях изменения их параметров при ком-

плексном и комбинированном воздействии излу-
чений в процессе длительной эксплуатации.

В результате различных исследований уста-
новлено, что снижение мощности излучения с.д.
при воздействии различных внешних факторов
обусловлено проявлением дислокаций в их ак-
тивной области [10–13].

С другой стороны, анализ известных литера-
турных данных по влиянию дислокаций на элек-
трофизические и светотехнические характери-
стики с.д. позволяет сделать вывод, что имеющи-
еся результаты только качественно описывают
изменения характеристик с.д. при воздействии
различных внешних факторов.

Отсутствие соотношений, устанавливающих
связь между вольт-амперной (в.а.х.) и ватт-ам-
перной (вт.а.х.) характеристиками с.д. и характе-
ристиками дислокаций, проявляющихся в виде
объемных каналов утечки тока параллельно p–n-
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переходу с.д., затрудняет прогнозирование рабо-
тоспособности с.д. при воздействии различных
внешних факторов и не позволяет оценить элек-
трофизические характеристики дислокаций. Объ-
емные каналы утечки тока, в отличие от каналов
утечки тока по боковой поверхности кристалла
с.д., обусловлены изменением электрофизических
свойств облаков Котрелла, формируемых вокруг
дислокаций под воздействием внешних факторов
[1–6].

Целью данной работы является исследование
изменений в.а.х. и вт.а.х. светодиодов под влия-
нием объемных каналов утечки тока (дислока-
ций) путем физического моделирования их под-
ключения параллельно p–n-переходу с.д.

Полученные таким образом данные позволят
описать изменения указанных выше характери-
стик с.д. при подключении объемных каналов
утечки тока, возникновение которых обусловле-
но дислокациями с известными электрофизиче-
скими параметрами, и определять электрофизи-
ческие свойства подключаемых объемных кана-
лов утечки тока по наблюдаемым изменениям
в.а.х. и вт.а.х.

2. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ранее в [14] было показано, что дислокации
могут быть подключены параллельно p–n-пере-
ходу с.д. в виде омического сопротивления или в
виде собственного p–n-перехода. Соответствую-
щие измерительные схемы показаны на рис. 1.

Объектами исследования выбраны промыш-
ленные с.д., изготовленные на основе двойных
гетероструктур AlGaAs и предназначенные для
эксплуатации в инфракрасном диапазоне длин
волн. В [14] достаточно подробно описаны гете-
роструктура, технология изготовления и кон-
струкция исследуемых в данной работе с.д. Для
схемного физического моделирования подклю-
чения дислокаций параллельно с.д. в данной ра-

боте использовался базовый с.д. (далее LED1), а
для моделирования дислокаций – набор преци-
зионных омических сопротивлений RDisl и второй
с.д. (далее LED2). Согласно рис. 1б, LED2 исполь-
зовался для моделирования p–n-Disl. Следует
особо отметить, что контролируемые характери-
стики исследуемых с.д. не имели аномалий.

Основные характеристики с.д. (в.а.х. и вт.а.х.)
измеряли на автоматизированном измеритель-
ном комплексе на основе фотометрического ша-
ра. Комплекс обеспечивал измерение прямого
напряжения с.д. в интервале от 0 до 5 В в диапазо-
не прямых токов 0–500 мА с шагом не менее 1 мA.
При этом погрешность задания прямого тока от
установленного уровня составляла ±3%, а погреш-
ность измерения мощности излучения с.д. ± 5%.

Таким образом, комплекс позволял измерять
в.а.х. и вт.а.х. с.д. в автоматическом режиме, а
также проводить физическое моделирование,
при этом LED2 и RDisl подключались вне фотомет-
рического шара.

Рассмотрим основные электрофизические и
светотехнические характеристики используемых
при схемном моделировании с.д., а также опреде-
лим основные параметры, которые будем исполь-
зовать для описания изменения характеристик
с.д. при подключении дислокаций.

На рис. 2 показаны в.а.х. LED1 и LED2. Видно,
что они отличаются друг от друга. Основные па-
раметры, влияющие на изменение в.а.х., рассмот-
рим на примере LED1. Известно, что в области
больших токов в.а.х. с.д. определяется падением
напряжения на омических контактах [15]. Тогда
из в.а.х. мы можем определить величину суммар-
ного сопротивления омических контактов Rк
(рис. 3).

Рис. 1. Возможные схемы подключения дислокаций
параллельно p–n-переходу с.д.: a – в виде омического
сопротивления; б – в виде собственного p–n-перехо-
да. Rк1, Rк2 – сопротивление омических контактов
с.д.; p–n-LED – p–n-переход с.д.; RDisl – омическое
сопротивление дислокаций; p–n-Disl – p–n-переход
дислокаций.
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики LED1 и
LED2. Точки – результаты измерений.
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Согласно рис. 3, на в.а.х. можно выделить две
характерные области: LC – область низких токов
и HC – область высоких токов, каждая из которых
описывается собственной зависимостью Uop =
= f(Iop), где Uop – прямое напряжение с.д. при за-
данном рабочем токе Iop. В области HC данная за-
висимость определяется соотношением

(1)

где Rк = Rк1 + Rк2 – суммарное сопротивление
омических контактов с.д.; U0 = 1.26 В – коэффи-
циент пропорциональности, характеризующий
p–n-переход с.д.

Представляет интерес определить границу
между выделенными областями. Это необходи-
мо, в частности, по следующей причине. Измене-
ние сопротивления омических контактов должно
приводить к сдвигу этой границы точно так же,
как и изменение характеристик p–n-перехода с.д.
В свою очередь, различные внешние воздействия
могут приводить к изменению как сопротивления
омических контактов, так и характеристик p–n-
перехода с.д.

Рассмотрим в.а.х. LED1 в двойных логарифми-
ческих координатах (рис. 4). Такое представление
в.а.х. с.д. позволяет достаточно четко определить
граничный ток ILH и соответственно граничное
напряжение ULH между выделенными областями
(здесь и далее все численные значения величин
будем приводить с точностью до третьего знака).
Следует отметить, что с ростом сопротивления
омических контактов будет наблюдаться сдвиг
данной границы в область более высоких напря-
жений питания с.д.

= +op 0 к op,U U R I

Далее рассмотрим вт.а.х. (рис. 5) исследуемых
с.д. Согласно рис. 5, вт.а.х. LED1 и LED2 также
различаются, но на них нельзя в явном виде выде-
лить области LC и HC. Все наблюдаемые различия
практически полностью можно объяснить по-
грешностью измерения анализируемых парамет-
ров. Отсутствие на вт.а.х. признаков явного раз-
деления областей LC и HC наиболее вероятно
обусловлено тем, что наличие области HC на
в.а.х. однозначно определяется сопротивлением
омических контактов (см. рис. 3). Кроме того, на-
личие области HC может быть связано и с увели-
чением температуры активного слоя с.д. по мере
роста рабочего тока в процессе проведения изме-
рений его характеристик.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика LED1: точки –
результат измерений, линия – расчет по соотноше-
нию (1); LC – область низких токов, HC – область вы-
соких токов.
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Рис. 4. Вольт-амперная характеристика LED1: точки –
результат измерений, линии – экстраполяция обла-
стей LC и HC; ILH, ULH – граничные значения тока и
напряжения между выделенными областями.
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Рис. 5. Ватт-амперные характеристики LED1 и LED2 в
двойных логарифмических координатах.
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В свою очередь рост температуры активного
слоя может быть следствием как увеличения со-
противления омических контактов, так и под-
ключения дислокаций [16]. При этом известно,
что мощность излучения с.д. достаточно сильно
зависит от температуры [17].

В частности, в [18] было показано, что для с.д.
на основе GaP области LC и HC можно выделить
на вт.а.х. до проведения внешних воздействий на
с.д. Зависимость мощности излучения с.д. от ра-
бочего тока в данном случае можно описать сле-
дующим соотношением

(2)

где A, α – коэффициенты пропорциональности,
характерные для исследуемого с.д. Отметим, что
показатель степени α может быть различным для
областей LC и HC [18] и изменяться при воздей-
ствии на с.д. различных внешних факторов.

С некоторым приближением вт.а.х. используе-
мых при моделировании с.д. можно описать и ли-
нейной функцией мощности излучения от рабо-
чего тока, как это показано на рис. 6, т.е. принять
коэффициент α = 1 в соотношении (2).

Таким образом, выше достаточно подробно рас-
смотрены основные электрофизические и свето-
технические характеристики с.д., которые будут
использованы при физическом моделировании.
Подобный анализ можно выполнить и для ватт-
вольтной характеристики с.д., которая иногда ис-
пользуется для описания свойств с.д.

α= op,P AI

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

3.1. Подключение дислокаций
в виде омического сопротивления

Рассмотрим подключение к p–n-переходу с.д.
объемных каналов утечки тока (дислокаций) в ви-
де параллельного омического сопротивления по
схеме, которая показана на рис. 1а. Для данного
случая физического моделирования изменения
в.а.х. при различных значениях омического сопро-
тивления дислокаций показаны на рис. 7. Таким
образом, фактически будем рассматривать изме-
нение в.а.х. LED1 + RDisl в сравнении с в.а.х. LED1.

Согласно рис. 7, подключение дислокаций в
виде параллельного омического сопротивления
существенным образом изменяет форму в.а.х. с.д.
Это соответствует данным, наблюдаемым ранее
для диодов с барьером Шоттки [7] и для с.д. в ра-
боте [14].

В нашем случае на в.а.х. явно можно выделить
участки тока LC и HC, граница между которыми
сдвигается в область более низких рабочих напря-
жений вследствие снижения сопротивления
LED1 + RDisl в области LC при неизменном сопро-
тивлении омических контактов с.д. Согласно рис. 7,
в случае LED1 + RDisl участок LC в.а.х. очень хоро-
шо определяется омическим сопротивлением
подключаемых дислокаций, а область HC описы-
вается суммарным омическим сопротивлением
с.д. и дислокаций и собственным значением ко-
эффициента пропорциональности U0 (1):

(3) += +  
 

к
op 0 op 

к

.Disl
LED

Disl

R RU U I
R R

Рис. 6. Ватт-амперные характеристики LED1 и LED2 в
линейных координатах.
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Рис. 7. Изменение в.а.х. с.д. при подключении к LED1
дислокаций в виде омического сопротивления раз-
ной величины.
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Величина суммарного рабочего тока I(Σ) с.д. в
этом случае может быть описана следующим со-
отношением

(4)

Таким образом, если в результате внешнего
воздействия (ионизирующего излучения, дли-
тельной эксплуатации и т.д.) наблюдается подоб-
ное рассмотренному случаю изменение формы
в.а.х. с.д., то его следует объяснять параллельным
подключением дислокаций в виде омического со-
противления. При этом путем линейной экстра-
поляции участка LC на измеряемой в.а.х. (см. рис. 7)
можно определить омическое сопротивление
подключаемых дислокаций, а используя линей-
ную экстраполяцию в.а.х. в области HC, – сум-
марное омическое сопротивление c.д.

Рассмотрим изменение вт.а.х. с.д. при под-
ключении дислокаций в виде омического сопро-
тивления (рис. 8).

Согласно рис. 8, подключение дислокаций в ви-
де омического сопротивления параллельно p–n-пе-
реходу с.д. приводит к сдвигу вт.а.х. на величину
ΔIDisl в область более высоких рабочих токов, при
этом наклон вт.а.х. остается практически без из-
менений. В общем случае наблюдаемый сдвиг
вт.а.х. можно описать линейной функцией

(5)

Величина ΔIDisl зависит от омического сопро-
тивления дислокаций, как показано на рис. 9.

Подключение дислокаций в виде омического
сопротивления параллельно p–n-переходу с.д.

Σ = + op
op ( ) .LED

Disl

U
I I

R

= + Δop .DislP AI I

сильно меняет форму вт.а.х., построенную в
двойных логарифмических координатах (рис. 10).

На рис. 8 вт.а.х. LED1 описывается соотноше-
нием (2), а вт.а.х. LED1 + RDisl1 и LED1 + RDisl2 – со-
отношением (4). В данном случае наблюдается
сдвиг вт.а.х. с.д. в область более высоких рабочих
токов, т.е. без дополнительного анализа в.а.х.
можно выделить области низких LC и высоких
HC токов. Однако такое выделение вряд ли будет
справедливым, поскольку наблюдаемое в данном
случае изменение вт.а.х. обусловлено не зависи-
мостью мощности излучения с.д. от плотности

Рис. 8. Ватт-амперные характеристики с.д. при под-
ключении к LED1 дислокаций в виде омического со-
противления в линейных координатах. Точки – ре-
зультат моделирования; линии – расчет по (4).
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рабочего тока, а соответствующим подключени-
ем дислокаций.

Таким образом, в результате схемного физиче-
ского моделирования установлено, что подклю-
чение дислокаций в виде омического сопротивле-
ния параллельно p–n-переходу с.д. существенно
изменяет его в.а.х. и вт.а.х. Анализ изменений
в.а.х. позволяет определить омическое сопротив-
ление подключаемых дислокаций. В свою оче-
редь наблюдается сдвиг вт.а.х. с.д. в область более
высоких рабочих токов, при этом величина сдви-
га изменяется пропорционально проводимости
дислокаций (см. рис. 9). Установлены основные
закономерности, которые могут быть использо-
ваны для количественного анализа изменений
в.а.х. и вт.а.х. с.д. при подключении дислокаций в
виде омического сопротивления параллельно его
p–n-переходу.

3.2. Подключение дислокаций
с собственным p–n-переходом

Рассмотрим результаты схемного физического
моделирования подключения дислокаций с соб-
ственным p–n-переходом параллельно p–n-пере-
ходу с.д. (см. рис. 1б). При моделировании факти-
чески измеряли суммарную в.а.х. двух с.д. (LED1 и
LED2), включенных параллельно друг другу, но
вт.а.х. – только для LED1. На рис. 11 представлены
в.а.х. с.д., полученные в результате моделирования.

На в.а.х., представленных на рис. 11, не наблю-
дается каких-либо аномалий по внешнему виду,
можно только отметить неоднородность, которая
отмечена вертикальной стрелкой. Однако на
в.а.х. светодиода, построенной в двойных лога-
рифмических координатах, можно выделить об-
ласти низких LC и высоких HC токов (см. рис. 4).

Вольт-амперные характеристики с.д. в области
HC определяются суммарным сопротивлением
омических контактов и суммарным омическим
сопротивлением LED1 и LED2, как это показано
на рис. 12. В этом случае в.а.х. с.д. описывается
соотношением (1), а сопротивление омических
контактов определяет наклон в.а.х. в области HC.

Таким образом, подключение дислокаций с
собственным p–n-переходом параллельно с.д.
может не приводить к появлению явных анома-
лий на суммарной в.а.х. Наблюдается только бо-
лее высокое значение рабочего тока при идентич-
ном рабочем напряжении. Отметим, что при су-

Рис. 11. Вольт-амперные характеристики с.д., полу-
ченные при подключении к LED1 дислокаций с соб-
ственным p–n-переходом.
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щественном различии в.а.х. дислокаций и в.а.х.
с.д. это ожидаемо.

Рассмотрим изменение вт.а.х. светодиода при
подключении дислокаций с собственным p–n-
переходом параллельно с.д. (рис. 13). В данном
случае суммарную вт.а.х. LED1 + LED2 можно
описать соотношением

(6)

Снижение мощности излучения с.д. регистри-
руется с некоторого порогового тока (показан вер-
тикальной стрелкой на рис. 13), величина которого
определяется электрофизическими свойствами
подключаемых дислокаций. Анализ рис. 13 пока-
зывает, что результаты расчета мощности излуче-
ния с.д. по соотношениям (2) и (6) очень хорошо
согласуются с полученными экспериментальными
данными. Таким образом, подключение дислока-
ций с собственным p–n-переходом параллельно
с.д. приводит к изменению вт.а.х. (см. рис. 13).

Суммируя изложенные выше результаты фи-
зического моделирования, отметим, что подклю-
чение дислокаций в виде омического сопротивле-
ния приводит к существенному искажению в.а.х.
с.д. – наблюдается сдвиг в.а.х. в область более вы-
соких рабочих токов. Величина этого сдвига пря-
мо пропорциональна проводимости подключае-
мых дислокаций. В свою очередь, подключение
дислокаций с собственным p–n-переходом может
и не вносить заметного изменения в форму в.а.х.
с.д., но при этом вт.а.х. показывают снижение
мощности излучения с.д. с некоторого рабочего
тока, который определяется электрофизически-
ми свойствами подключаемых дислокаций и с.д.

α= −
1 2+ op 1 op 2[ ( ) ( )] .LED LEDP A I LED I LED

Установлены соотношения, использование
которых позволяет по электрофизическим харак-
теристикам подключаемых дислокаций рассчи-
тать ожидаемое изменение электрофизических и
светотехнических характеристик с.д. и, наоборот,
оценить электрофизические характеристики дис-
локаций по изменению в.а.х. и вт.а.х. с.д. при
внешних воздействиях.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Сопоставим изложенные выше результаты
физического моделирования с известными лите-
ратурными данными. В работе [18] представлены
результаты исследования стойкости красных све-
тодиодов на основе полупроводниковых структур
GaP (Zn, O) к облучению электронами с энергией
Ее = 4 МэВ. На рис. 14 приведены измеренные в
этой работе в.а.х. с.д. Анализ их внешнего вида
позволяет предположить подключение дислока-
ций в виде омического сопротивления параллель-
но p–n-переходу с.д. в результате облучения по-
следнего электронами (сравни с рис. 7). Рассмот-
рим полученные в.а.х. с.д. в области низких токов
LC (рис. 15), поскольку именно в этой области
проявляются подключаемые дислокации в явном
виде.

Внимательный анализ в.а.х. с.д. до его облуче-
ния и после (кривые 1 и 2 на рис. 15) позволяет
предположить, что дислокации были подключе-
ны еще до облучения с.д., а после облучения элек-
тронами наблюдается снижение сопротивления

Рис. 14. Изменение в.а.х. светодиода после его облуче-
ния электронами: 1 – в.а.х. с.д. до облучения; 2, 3 – после
облучения электронами с флюенсом Fe = 2 · 1014 см–2 (2)
и 8 · 1014 см–2 (3). Точки – результаты исследований
из работы [18].
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Рис. 15. Изменение в.а.х. светодиода в области LC при
облучении с.д. электронами: 1 – в.а.х. с.д. до облуче-
ния; 2, 3 – после облучения электронами с флюенсом
Fe = 2 · 1014 см–2 (2) и 8 · 1014 см–2 (3); 4 – в.а.х. дисло-
каций (RDisl = 892 Ом). Точки – результаты исследо-
ваний из работы [18].
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дислокаций за счет роста облаков Котрелла
вследствие появления радиационных дефектов.
Таким образом, наблюдаемое изменение в.а.х.
с.д. в области LC после его облучения электрона-
ми достаточно хорошо описывается подключени-
ем дислокаций в виде омического сопротивления
параллельно p–n-переходу с.д. При этом можно
утверждать, что с ростом флюенса электронов со-
противление дислокаций снижается.

Рассмотрим изменение в.а.х. в области высо-
ких токов НС при облучении с.д. электронами с
различным флюенсом и при разном омическом
сопротивлении с.д. (рис. 16). В данном случае
омическое сопротивление с.д. описывается соот-
ношением (1) при постоянном значении U0 для
всех рассматриваемых в.а.х. Идентичность значе-
ния U0 свидетельствует о том, что дислокации бы-
ли подключены еще до облучения с.д. Результа-
ты, представленные на рис. 16, также позволяют
сделать вывод о том, что с ростом флюенса элек-
тронов возрастает сопротивление омических
контактов. В этом случае можно определить зави-
симость, которая будет описывать изменение со-
противления омических контактов с ростом флю-
енса электронов (рис. 17).

Таким образом, полученное в работе [19] изме-
нение в.а.х. с.д. при его облучении электронами
вполне может быть обусловлено одновременным
действием двух механизмов деградации с.д.:

• подключением параллельно p–n-переходу
с.д. дислокаций в виде омического сопротивле-

ния, величина которого снижается с ростом флю-
енса электронов;

• увеличением сопротивления омических
контактов с ростом флюенса электронов.

В работе [20] представлены результаты иссле-
дования деградационных процессов в с.д. на ос-
нове гетероструктур AlGaAs в процессе их экс-
плуатации. Воздействие факторов эксплуатации
(повышенного рабочего тока, повышенной тем-
пературы и длительного времени наработки) мо-
делировали пропусканием тока, существенно
превышающего рабочий ток, при повышенной
окружающей температуре. По результатам иссле-

Рис. 16. Изменение в.а.х. в области НC при облучении
с.д. электронами и при различных значениях омическо-
го сопротивления Rк с.д.: 1 – Rк = 2.15 Ом, Fe = 0 см–2;
2 – Rк = 2.23 Ом, Fe = 2·1014 см–2; 3 – Rк = 2.50 Ом,
Fe = 8 · 1014 см–2. Точки – результаты измерений из
работы [18]. Стрелкой показано общее рабочее на-
пряжение U0.
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Рис. 17. Изменение сопротивления омических кон-
тактов с.д. при его облучении электронами.
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Рис. 18. Изменение в.а.х. с.д. в процессе наработки:
1 – 0 ч (Rк0 = 21.9 Ом); 2 – 850 ч (Rк1 = 10.3 Ом); 3 –
4000 ч (Rк3 = 6.4 Ом). Стрелкой показано общее рабо-
чее напряжение U0.
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дований было установлено существенное измене-
ние формы вольт-амперной и люмен-амперной
(аналог вт.а.х.) характеристик с.д.

Анализ характерных изменений в.а.х. с.д., по-
лученных в работе [20], позволяет предполагать,
что в процессе наработки параллельно p–n-пере-
ходу с.д. подключаются дислокации, которые
имеют собственный p–n-переход и характеризу-
ются линейной (омической) в.а.х.

На рис. 18 показано изменение омического со-
противления с.д. в процессе эксплуатации вслед-
ствие подключения дислокаций.

Согласно рис. 18, подключение дислокаций
происходит при одном и том же значении рабоче-
го напряжения (рабочего тока). Это позволяет сде-
лать вывод о неизменности U0. С ростом продолжи-
тельности наработки повышается проводимость
дислокаций. Имеющиеся экспериментальные дан-
ные [20] позволяют определить зависимость прово-
димости подключаемых дислокаций от времени
наработки (рис. 19).

Следует отметить, что установленное в [20] из-
менение люкс-амперной характеристики по внеш-
нему виду полностью соответствует изменению
вт.а.х. с.д. в случае параллельного подключения
дислокаций в виде омического сопротивления, ко-
торое получено в данной работе (см. рис. 10).

Таким образом, сопоставление результатов
физического моделирования подключения дис-
локаций параллельно p–n-переходу с.д. с имею-
щимися экспериментальными результатами по
исследованию воздействия различных внешних
факторов (ионизирующего излучения, длитель-
ной эксплуатации) показало полную тождествен-
ность установленных соотношений, которые
описывают наблюдаемые при этом изменения

электрофизических и светотехнических характе-
ристик с.д.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана методика физического модели-

рования подключения объемных каналов утечки
тока (дислокаций) параллельно p–n-переходу с.д.

2. На основе физического моделирования уста-
новлены соотношения, которые позволяют опреде-
лять изменения электрофизических и светотехни-
ческих характеристик с.д. в результате воздействия
различных внешних факторов (ионизирующего из-
лучения, длительной эксплуатации и т.д.) и элек-
трофизические параметры дислокаций при их под-
ключении по наблюдаемым изменениям характе-
ристик с.д.

3. На основе известных литературных данных
показана эффективность использования установ-
ленных соотношений для анализа характеристик
с.д., подвергнутых различным внешним воздей-
ствиям.
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